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【はじめに】 AlNは、材料固有の物性として「高熱伝

導性」と「高絶縁性」を備えており、高周波・大電力

用 GaN-HEMT のための下地基板に好適である。ま

た、GaN と同じウルツ鉱型結晶を安定とする超ワイド

バンドギャップ(～6.2 eV)の半導体であるため、これ

を下地層とする事で GaN チャネル層を pseudo- 

morphicに且つ高品質に成長できる事や、AlN自身

によるバックバリア効果の発現にも期待が持てる。以

上を踏まえ、当研究室ではMOCVD法を用いて、単

結晶AlN基板上に厚さ 500nmのGaNチャネル層と、

その上に四元混晶 AlGaInN バリア層[1,2]からなる

GaN HEMT 構造を積層形成し、良好な結晶品質と

電気特性を示すことを報告している[3,4]。本研究で

は、下地 AlN 層によるバックバリア機能のさらなる強

化を狙って、GaN チャネル厚を 250 nm まで薄層化

した AlGaInN/GaN HEMT 構造を作製し、デバイス

試作と特性評価を行ったので報告する。 

【実験方法】 図 1 に試作した HEMT デバイスの断

面模式図を示す。MOCVD法を用いて、c面AlN基

板（Hexatech 社製）上に AlGaInN(20 nm)/GaN(250 

nm)ヘテロ構造を成長した。なお、四元混晶

AlGaInNバリア層は、面内引張歪が 0.6%程度となる

よう設計・成長した[1-4]。デバイス作製として、素子

間分離の RIE 処理、オーミック電極形成のための

Ti/Al/Ti/Au (9/100/50/100 nm)の EB 蒸着ならびに

N2中での800℃-2分のアニール処理、ゲート電極形

成のための Pd/Ti/Au (40/20/60 nm)の EB蒸着、最

後に ALD-Al2O3 による表面パッシベーションと電極

パッド形成を行った。 

【結果と考察】 試作したHEMTデバイスのDC電気

特性をオンウェハ状態で評価したところ、図 2に示す

ような良好なピンチオフ特性が得られた。また、図 3

の伝達特性で示されるように、前回、当研究室で作

製したチャネル厚 500nm のデバイス[4,5]に比べ

OFF時のドレインリーク電流が約 2桁低減している事

を確認した。チャネル厚を薄層化した事によりバック

バリア機能が強化されたものと推察している。 
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Fig.1. Schematic of AlGaInN/GaN HEMT on 

single-crystal (SC) AlN substrate. 

 

 

 

Fig.2. Typical DC I-V characteristics for AlGaInN/GaN 

HEMT on AlN substrate. 
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Fig.3. Transfer characteristics for 250 nm and 500 nm 
GaN channel layer HEMTs on AlN substrate. 
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